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O disseleneto de niobio (NbSez) ¢ um material inorganico da familia dos dicalcogenetos de
metais de transicdo (TMDs) com estrutura cristalina trigonal prismatica, onde a célula unitaria
apresenta camadas de atomos covalentemente ligados Se-Nb-Se que se ligam entre si por forgas
de van der Waals, permitindo sua exfoliagdo em monocamadas. O NbSe; apresenta
propriedades eletronicas unicas, incluindo supercondutividade e onda de densidade de carga
(CDW), que sdo dependentes da espessura do material.

A coexisténcia de supercondutividade e CDW torna o NbSe> um material de grande
interesse, especialmente em baixas dimensdes, estando essas propriedades inversamente
relacionadas entre si conforme a espessura. Em bulk o NbSe; tem temperatura critica de
supercondutividade Tc = 7.2K e temperatura de transicdo de fase CDW Tcpw = 33K, ja em
monocamada a temperatura critica de supercondutividade ¢ Tc = 3.1K e a temperatura de
transicao de fase CDW ¢ Tcpw = 145K (Xi et al, 2015). Esse comportamento estad associado ao
fortalecimento da interagdo elétron-fonon em sistemas 2D, que reduz a formacdo de pares de
Cooper supercondutores e favorece a ordem CDW.

Assim, o NbSe; ¢ um forte candidato para aplicagdes em eletronica em dispositivos como
transistores, que baseados em CDW permitem a estabilizacdo ou supressdo dessa fase com
campo elétrico e o controle da resisténcia do canal, além do material 2D apresentar alta
mobilidade eletronica e baixa dimensao, permitindo a fabricagdo de transistores menores e mais
eficientes que os FETs convencionais para aplicagdes em areas emergentes como sensores para
internet das coisas (IoT), computacao neuromortfica, dispositivos biomiméticos e dispositivos
optoeletronicos (Sebastian et al, 2021).

O objetivo do presente trabalho ¢ a fabricagao de um dispositivo baseado no encapsulamento
de NbSe; entre camadas do isolante nitreto de boro hexagonal (hBN) e sua caracterizagdo por
meio de espectroscopia Raman em baixas temperaturas para a determinagdo da espessura da
amostra e temperatura de transicdo de fase CDW.

Para tal, o dispositivo foi fabricado a partir da exfoliagdo mecanica dos materiais NbSe: e
hBN em ambiente inerte ¢ montagem da estrutura em “stack” pelo emprego de um carimbo
polimérico e estdgio com micromanipulador e aquecimento. O dispositivo em substrato de
oxido de silicio (SiO) foi entdo transferido para um estdgio de microscopia com sistema de
aquecimento/resfriamento a nitrogénio liquido (Linkam THMS350EV) e caracterizado por
espectroscopia Raman, resultando na determinacdo da temperatura de CDW.
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